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Beschreibung: Ziel der Studienarbeit ist
es, den am IHT etablierten CMP-Schritt
(CMP: Chemical Mechanical Polishing) zu
optimieren sowie auf neue Strukturen
und Materialsysteme anzupassen. In na-
her Zukunft soll der CMP-Schritt zur Her-
stellung von vertikalen Tunneltransisto-
ren, Quantenpunktbauelementen und
Wellenleiterdetektoren genutzt werden.

Urspriinglich stammt die CMP-Technologie aus den Laboren von IBM, die nach
einer Methode suchten die Isolationsmaterialien zwischen zwei Metallebenen
der Verdrahtung eines Chips (IMD: Inter-Metal Dielectric) zu planarisieren. In der
heutigen Technologie findet diese Methode allerdings eine weitaus breitere An-
wendung und wird standig weiterentwickelt.

CMP bietet eine Moglichkeit, unebene Oberflachen von Wafern zu planarisieren.
Dabei wird der Wafer tiber Kopf eingespannt und mit der Oberflache auf ein Pad
gedriickt. Durch Rotation und die Verwendung einer geeigneten Polierfllssigkeit
wird die Oberflache chemisch und mechanisch abgetragen, so dass eine ebene
Oberflache entsteht und weitere Fertigungsschritte folgen kénnen.
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Abbildung: Schematische Darstellung eines CMP-Prozesses

Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, ein wenig experimentelles Ge-
schick ist aber von Vorteil.
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